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摘要(译)

在TFT基板（10）上，通过使用气相沉积装置（50）形成气相沉积层，
所述气相沉积装置（50）包括（i）具有注入孔（86）的气相沉积源
（85）和（ii）气相沉积掩模。 （81）具有开口（82），通过该开口沉
积从注入孔（86）注入的蒸镀颗粒，从而形成蒸镀层。 TFT基板（10）
具有二维地布置在像素区域（AG）中的多个像素，并且与多个像素电连
接的多个导线（14）的端子聚集在气相沉积之外层形成区域。
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